AF 121

Diffusionslegierter
GERMANIUM - p-n-p - HF-TRANSISTOR

fiilr ZF-Verstéirker in Fernsehempféngern
sowie fiir rauscharme UEKW-Vorstufen

Abmessungen in mm:

Die Abschirmung s e 5566510,25
ist mit dem Metall- <254 T ~——max. 8,8 ——=min 12,7«
gehduse verbunden. .1 ' '
CI .l
- -
Wiarmewiderstand: E- 5}
< : - - — =
K 0,45 grd/mW f E i
Kg < 0,22 grd/mW _ ot 1 “
B e N K’" h:0,43
X/ N “
7 7.9
'\\ S
Absolute Grenzwerte:
-UCB = max, 25 V "IC = max, 10 mA €H = min, =55 °C
-Upg = max. 25V 1) -ip y = maxe. 15 mA ﬁj = max. 75 °C 2)
Pa = max, 135 mW IE = maxe 10 mA ﬁa = min, =55 °C
iE M = max. 15 mA Os = max. 75 °C
-Ig = max, 1 mA

Kennwerte: (¥ = 25 °C, sofern nicht anders angegeben)

ugh

Kollektor-Reststrom bei -Uyp = 10 V: -Igg o = 1,2 (5 8) uA
bei ~Ugg = 10 V, 9 = 75 °C: ~Igp o & 150 uA
Basisstrom und Basisspannung
bei ~Ugp = 10 V, Ip = 3 mA: -1z = 40 (5 100) uA
-Ugg = 320 (280...380) mV
bei Ugp = 5 V, Ip = 2 mA: -1z = 25 (5 60) uA
~Ugg = 310 (260,..360) mV
Frequenz fiir [B| = 1
bei ~Usp = 10 V, Ip = 3 mA: £ = 270 MHZ
Rickwirkungskapazitit
bei -Uyp=10V, Ip=1mA, f=450kHz: -C;5 , = 0,45 (0,25...0,65) pF

1) vei Ry/Ry S 100; Ry 2 200 @
2) kurzzeitige Uberschreitung bis ﬁj = 90 °C, jedoch nicht als Betriebswert,

zugelassen

VORLAUFIGE
DATEN

12.63
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Kennwerte, Fortsetzung: (¥ = 25 °C)

ughb

Vierpol-Koeffizienten bei —Usp = 10V, Ip = 3 mA, f = 35 MHz:

E11e =695  (40..9)  mS I¥21e| = 80 (63...100) mS
Ci1e = 35  (20,..55) pF ~pa1q = 38° (20°,.55°)

|¥12¢| = 100 (60...140) S g29¢ = 100  (50...160) S
~P19e = 100° (90°...110°) Cong = 538  [Lece2,8) pF

gllb = 32 (16...60) mS IYlel = 34 (20.0‘50) mS
-Cllb = 35 (25..-45) pF q)21b = 1100 (10500II1200)

|¥12p| = 320 (200...450) uS €90, = 250 (120,..400) uS
—@121,] = 1200 (10000001400) C22h = 1’6 (10-|2) pF

O -0
L’ ' L2 l L
I 27pF 3
I IC = —!
7
H\\ 1 3.14 |16..8| 14PF
2mA 450pF T 22k l pF ;:nFJIP
O-..
el ] 1,2k 12kQ 8,5V
O+

Ll: T den. 0’3 CuLS
Lo: 4 Wdgn, 0,3 Cul
Lg: 4 Wdgn. 1,0 Cu versilbert Q5 = 200

) ineinander gewickelt auf M 4 - Ferritkern

Die Leistungsverstdrkung in dieser Schaltung betrdgt 19 (2 17) dB; die
Rauschzahl ist F = 4,5 (3 6) dB (fiir minimale Rauschzahl ist der eingangs—
seitige AbschluBleitwert des Transistors 11 — j 6 mS),
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